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 5V、3A逻辑控制的高端电源开关

ADP197
产品特性 
低RDSON：12 mΩ 
低输入电压范围：1.8 V至5.5 V 
连续工作电流：3 A (70°C) 
1.2 V逻辑兼容使能输入 
低静态电流：18 µA(VIN < 3 V) 
低静态电流：30 µA(VIN = 5 V) 
过温保护 
超低关断电流： <1 μA 
6引脚、1.0 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装 

应用 
移动电话 
数码相机和音频设备 
便携式和电池供电设备 

概述 
ADP197是一款高端负载开关，采用1.8 V至5.5 V电源供电。

该负载开关可提供电池域隔离，有助于扩大电源域隔离范

围。它内置一个低导通电阻N沟道MOSFET，支持3 A以上的

连续电流，功率损耗极小。ADP197具有18 μA的低静态电

流和超低关断电流，因此非常适合电池供电的便携式设备

使用。借助内置的使能逻辑电平转换器，ADP197可兼容

多种处理器和GPIO控制器。 

如果结温超过125°C，过温保护电路就会激活，保护器件

本身及下游电路免受损害。 

ADP197不仅有出色的工作性能，而且占用的印刷电路板

(PCB)空间极小，面积不到1.5 mm2，高度仅0.60 mm。 

ADP197采用6引脚、1 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距、超小型

WLCSP封装。 

典型应用电路

图1. 
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ADP197

技术规格
除非另有说明，VIN = 1.8 V，VEN = VIN，IOUT = 1 A，TA = 25°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位测试条件/注释

表1.DC-DC转换器静态规格

热关断  

热关断迟滞

热关断阈值

开启延迟时间

VOUT开启延迟时间 

VIN至VOUT电阻 

连续工作电流1 

关断状态电流 

接地电流

电流 
EN输入下拉电流

EN输入 
EN输入 

输入电压范围 TJ = −40°C至+85°C 

VIN = 4.2 V，TJ = −40°C至+85°C 

VIN = 1.8 V至5.5 V 
VIN = 1.8 V至5.5 V 

VEN = GND，TJ = −40°C至+85°C，VOUT = 0 V，VIN = 1.8 V至5.5 V 
VIN = 1.8 V至5.5 V 

VIN = 1.8 V，TJ = −40°C至+85°C 
参见图2 
VIN = 1.8 V至5.5 V，CLOAD = 1 µF 

TJ上升 

1 环境温度为85°C时，器件可耐受2.22 A的连续电流。负载电流为3 A时，器件工作寿命降额至2190小时。

时序图 

图2. 典型PCB布局
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绝对最大额定值

表2.
参数 额定值

连续漏极电流 

TA = 25°C 
TA = 85°C

连续二极管电流

存储温度范围 
工作结温范围

焊接条件 

VOUT至GND 
EN至GND 

VIN至GND 

±4 A 
±2.22 A 
−50 mA 
−65°C至+150°C 
−40°C至+105°C 
JEDEC J-STD-020 

−0.3 V至VIN 

−0.3 V至6.5 V

−0.3 V至+6.5 V 

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其他

超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件

能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响

器件的可靠性。 

ESD警告

 

ESD(静电放电)敏感器件。

带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高能

量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的

ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。

表3. 典型θJA和ΨJB值

封装类型 

6引脚、0.5 mm间距WLCSP 
单位
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引脚配置和功能描述

图3. 引脚配置

表6. 引脚功能描述

引脚编号 引脚名称 说明

输出电压。 
输入电压。

使能输入。驱动EN至高电平则接通开关，驱动EN至低电平则断开开关。 
地。
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ADP197

典型性能参数
除非另有说明，VIN = 1.8 V，VEN = VIN，CIN = COUT = 1 µF，TA = 25°C。

图4. RDSON与温度的关系(500 mA)

图5. 不同输入电压(VIN)下RDSON与温度的关系(3 A)

图6. 不同负载电流下RDSON与输入电压(VIN)的关系

图7. 不同负载电流下压降与温度的关系

图8. 不同负载电流下接地电流与温度的关系(VIN = 1.8 V)

图9. 不同负载电流下接地电流与温度的关系(VIN = 4.2 V)
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图11. 不同输入电压(VIN)下接地电流与负载电流的关系

图12. 不同输入电压(VIN)下接地关断电流与温度的关系(输出开路)

图10. 不同负载电流下接地电流与温度的关系(VIN = 5.5 V)

图14. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 1.9 V，200 mA负载

图15. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 1.9 V，2 A负载

图13. 不同输入电压(VIN)下接地关断电流与温度的关系(VOUT = 0 V)
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图16. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 1.9 V，
200 mA负载，COUT = 100 μF

图17. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 1.9 V，
2 A负载，COUT = 100 μF

图18. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 5.5 V，200 mA负载

图16. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 1.9 V，
200 mA负载，COUT = 100 μF

图17. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 1.9 V，
2 A负载，COUT = 100 μF

图18. 典型开启时间和浪涌电流，VIN = 5.5 V，200 mA负载
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图22. 不同输入电压(VIN)下输出
关断电流与温度的关系(VOUT = 0 V)
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工作原理

图23. 功能框图

ADP197是一款高端NMOS负载开关，由内部电荷泵控制。

该器件的额定电源电压范围为1.8 V至5.5 V。 

内部电荷泵偏置NMOS开关，以便在整个输入电压范围内

获得相对恒定的12 mΩ超低导通电阻性能。使用内部电荷泵

还可实现受控开启时间。使能输入EN控制NMOS开关的开

启与关闭，可与1.8 V逻辑信号直接对接。 

只要TJ低于70°C，ADP197便可支持3 A连续电流。85°C时，

额定电流降至2.22 A。 

若负载电流导致结温超过125°C，过温保护电路就会激

活。此时，过温保护电路禁用输出，直到结温降至约

110°C以下，然后重新使能输出。如果故障持续存在，输

出则周期性关闭和开启，直到故障消失。 

ESD保护结构在框图中显示为齐纳二极管。 

ADP197是一款低静态电流器件，使能引脚(EN)上的下拉

电阻标称值为4 MΩ。器件采用节省空间的1.0 mm x 1.5 mm、

6引脚WLCSP封装。 
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ADP197

应用信息
电容选择

输出电容

ADP197设计采用节省空间的小型陶瓷电容工作，但只要

仔细考察有效串联电阻(ESR)值，也可以采用大多数常用电

容。输出电容的ESR会影响负载瞬态响应性能。为获得良

好的瞬态响应，建议采用ESR等于0.1 Ω或更低的1 µF典型电

容。采用较大的输出电容值可以改善对大负载电流变化的

瞬态响应。 

输入旁路电容

在VIN至GND之间连接一个数值至少为1 µF的电容可以降低

电路对印刷电路板(PCB)布局布线的敏感性，特别是遇到

高信号源阻抗或长输入走线时。当要求输出电容大于1 μF时，

可选用更高的输入电容。 

接地电流

ADP197接地电流的主要来源是FET驱动电路所用的内部电

荷泵。图24显示VEN = VIN且在1.8 V至5.5 V范围变化时的典

型接地电流。 

图24. 不同输入电压(VIN)下接地电流与负载电流的关系

使能特性

在正常操作条件下，ADP197利用EN引脚使能和禁能

VOUT引脚。如图25所示，当EN引脚上的上升电压(VEN)越
过有效阈值时，VOUT开启。当EN引脚上的下降电压(VEN)
越过无效阈值时，VOUT关闭。 

如图25所示，EN引脚本身带有迟滞。这可以防止EN引脚

上的噪声在经过阈值点时引起开关振荡。 

EN引脚有效/无效阈值是从VIN电压获得，因此，这些阈值

会随着输入电压而变化。图26显示了输入电压从1.8 V变化到

5.5 V时EN引脚的典型有效/无效阈值。 

图25. 典型EN操作

时序  

开启延迟定义为VEN超过上升阈值电压的时间与VOUT上升

至其最终值10%左右的时间间隔。ADP197集成开启延迟时

间典型值为1 ms的电路，具有受控的上升时间，可限制VIN

浪涌电流。如图27和图28所示，开启延迟与输入电压基本

无关。 

图26. EN典型阈值与输入电压(VIN)的关系
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ADP197

图28. 典型开启延迟时间，VIN = 5.5 V，ILOAD = 220 mA

图27. 典型开启延迟时间，VIN = 1.9 V，ILOAD = 200 mA

上升时间定义为输出电压从VOUT 10%上升至90%达到其最

终值所需的时间。它取决于内部电荷泵的上升时间。 

对于数值极大的输出电容，RC时间常数(C表示负载电容

CLOAD，R表示RDSON||RLOAD)可成为输出电压上升时间的系

数。由于RDSON远小于RLOAD，因此将RC近似为RDSON x CLOAD

是可行的。ADP197无需输入或负载电容，但使用电容可

抑制电路板噪声。

图29. 典型上升时间和浪涌电流，
CLOAD = 100 μ， VIN = 1.9 V，ILOAD = 270 mA

图30. 典型上升时间和浪涌电流，
CLOAD = 100 μ， VIN = 5.5 V，ILOAD = 350 mA

关断时间定义为输出电压从VOUT的90%下降至10%达到其最

终值所需的时间。它同样取决于由输出电容和负载电阻确

定的RC时间常数。图31显示典型关断时间，其中VIN = 3.6 V，

COUT = 1 μF，RLOAD = 18 Ω。

图31. 典型关断时间



Rev. B | Page 13 of 16 

 

0.50 BSC

1.00
BSC1.50

1.45
1.40

1.00
0.95
0.90

SEATING
PLANE

0.675
0.595
0.515

0.075
COPLANARITY

0.380
0.355
0.330

0.345
0.295
0.245

0.270
0.240
0.210

A1 BALL
CORNER

0.50
BSC

A

1 2

B

C

TOP VIEW
(BALL SIDE DOWN)

BOTTOM VIEW
(BALL SIDE UP)

08
16

07
-B

 

订购指南

型号1 温度范围 封装描述 封装选项 标识
On/O� 
Time (µs) 

ADP197ACBZ-R7 −40°C 至 +85°C 6引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP] 87 300  
ADP197ACBZ-01-R7 −40°C 至 +85°C 6引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP] 

CB-6-2 
CB-6-2 AP 20 

ADP197CB-EVALZ  评估板    

ADP197

外形尺寸

图32. 6引脚WLCSP封装(CB-6-2)，尺寸单位：mm

1 Z = 符合RoHS标准的器件。
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